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De nuevo se comprueba que el modelo refleja fielmente el comportamiento del transistor en estudio, con

el mismo problema a la hora de conseguir la misma pendiente de la [4 respecto a la Vg, para Vo, =05V,

5.4 Aproximacion de la curva l4s frente a Vs, Vus (Modelo de Angelov)

En este apartado vamos a estudiar otro modelo matemdtico, el modelo de Angelov, mediante el cual
trataremos de nuevo obtener una expresion para la intensidad de drenador en funcién de la tension de
puerta v de la tensidn de drenador, Yamos a utilizar de nuevo los datos correspondientes a los transistores
HEMT modelo foundry EDO2ZAH con W = 2x40 y con W = 6x30

El modelo de Angelov, cuyo objetivo es modelar dispositivos MESFET vy HEMT, permite la extraccion
de los parametros de éste por simple inspeccion de las caracteristicas de DC obtenidas experimentalmente

,véase Lo (Vi Va) y gm (Vg ), con lo cual se modelard la Ly, v sus derivadas con buena precision.

En este modelo, la funcion de la corriente de drenador se describe mediante la siguiente expresion:
Ly =1 [1+ tanhlp))- (1 + 4V, )-tanh(a-V,,)

donde I s la corriente de drenador a la que se tiene la mayor transconductancia, A es el parametro de
modulacién de la longitud del canal v o es el parametro de tension de saturacion. ¢ es en general una

funcién de series de potencia centrada en Vi con ¥V, como variable:

=PV =V )+ BV =V P+ PV =V )+

a4




